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利用・用途・応用分野

半導体基板及びその製造方法、これに用いる気相成長装置に有用

目的・課題 解決ポイント

ＧａＮ基板の反りの問題が、低歩留
まりによる高コスト化、及び低結晶
品質・小面積の低品質を招き、
その結果、ＧａＮ基板の普及を妨げ
る最大の要因となっている。
気相成長法により反りの小さい半導
体基板を製造することが課題である

ベース基板に半導体を気相成長法により
結晶成長させて半導体基板を製造する。
ベース基板の一方の主面に原料ガスを
接触させてベース基板上に半導体を結晶
成長させる一の工程と、ベース基板の他
方の主面に原料ガスを接触させてベース
基板上に半導体を結晶成長させる他の
工程とを含む。一の工程と他の工程とを
交互に行う。
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ベース基板の両面に、交互に半導体を気相成長法により結晶成長させるので、
ベース基板及び半導体の熱膨張係数等の物性定数の相違に起因した反りが両面
間で相殺され、その結果、反りの小さい半導体基板を製造することができる。
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